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В последние годы, соединения группы А3В5 стали очень популярны благодаря своим уникальным и перспективным свойствам. Гетероэпитаксиальные пленки привлекают большой интерес из-за возможности их использования для эффективных оптоэлектронных приборов и электронных СВЧ приборов. Наиболее интересным соединением группы A3B5 является нитрид индия. Он имеет узкую ширину запрещенной зоны и высокую ожидаемую подвижность электронов, может быть использован для создания солнечных батарей и лазеров ИК диапазона [1]. 
Единственным способом получить InN является эпитаксиальный рост. Хорошие гетероэпитаксиальные слои нитрида индия могут быть получены с помощью метода молекулярно-лучевой эпитаксии. Для реализации этого метода необходим источник активного азота [2]. 
Применение гиротрона в качестве источника СВЧ-излучения с высокой частотой и мощностью обеспечивает дополнительную возможность для регулировки потока активированного азота. Скорость подачи активного азота в зону роста определяется параметрами плазмы. Измерение параметров источника атомарного азота необходимо для создания наилучших условий для эпитаксиального роста [3].
 В данной работе, приводятся результаты измерения параметров источника атомарного азота на основе плазмы электронного циклотронного резонанса (ЭЦР) разряда, который поддерживается с помощью микроволнового излучения на частоте 24 ГГц. Измерение потока атомарного азота производилось при помощи масс-спектрометрического анализа продуктов реакции титрации с монооксидом азота [4]. 
2N + 2NO → 2N2 + O2
Количество атомарного азота определялось по уменьшению количества монооксида азота по сравнению с количеством монооксида азота при выключенном СВЧ источнике – отсутствием потока атомарного азота, как следствие отсутствием реакции монооксида азота с атомарным азотом. Был продемонстрирован максимальный поток атомарного азота равный 4·1018 шт/сек.
Измерение параметров температуры и концентрации электронов производилось Ленгмюровским зондом. Было показано, что температура электронов резко падает с увеличением напуска азота в камеру ЭЦР, основным параметром, влияющим на концентрацию электронов в плазмы в зоне роста, является мощность СВЧ излучения.
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